Comprobacién de un Diodo infrarrojo (IRED) midiendo hFE de Transistor con un Polimetro Digital y un teléfono movil con camara

Medir el Diodo infrarrojo (IRED)
en Medicion de hFE de Transistor

v

Meter el Anodo en C (NFN) y el Catodo en E (NPN)
o

Anodo =+
Catodo = -

Meter el Anodo en E (PNP) y el Catodo en C (PNP)
(respeta la polaridad)

v

Usar la camara de un teléfono movil
o
una camara de fotos digital
o
una videocamara o una webcam

no se ilumina y mide 0000 (Ej: hFE=0000)

Diodo infrarrojo (IRED) en circuito abierto
Polaridad al reves (invertir las patiiias)
No tocan las patillas del IRED en Cy E

Patillas equivocadas

Si

¢No se ilumina

y
i ?
El punto luminoso es de color blanco o rosa. ide 00007

Para ver mejor el punto luminoso en la
pantalla de la camara:

Usar un fondo oscuro debajo del Diodo infrarrojo (IREI%o
yl/o apagar la luz.

no se ilumina, mide mas de 0000 y menos 1 izquierda o hFE<1000 (Ej: hFE=0068)

Si

¢No se ilumina,
mide mas de 0000
y menos 1izq?

Diodo infrarrojo (IRED) averiado

no se ilumina, mide 1 izquierda o hFE>1000 (Ej: hFE=1067)

Diodo infrarrojo (IRED) en cortocircuito
Telefono movil con filtro bloqueador de infrarrojos o IR
Mala orientacion de la camara
(estas mirando de lado y no por arriba)
Distancia excesiva

Si

¢No se ilumina,
mide 1 izquierda
o hFE>1000?

se ilumina, mide 1 izquierda o hFE>1000 (Ej: hFE=1109)

Si

¢Se ilumina,

Mide 1 izquierda o hFE>1000. mide 1 izquierda Correcto
o hFE>1000?
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Notas:
No valido para Transistor de Germanio (Ge). 2.0 50
Puede medir el hFE de transistores NPN o PNP.
Rango: 0-1000 2.1 40
Condiciones de medicion.
Ib =10 uA, Vce = 2.8V green 2.2 30
1 izquierda o hFE>1000 = sobrerango o cortocircuito. true green 3.3
000 = circuito abierto. 20 _—
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